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RESUMEN

En este TFM se considera la tecnologia SOI para el desarrollo de RFIDs para UWB. El objetivo de este trabajo es el estudio de la
posiblidad de implementar rectificadores SOI para aplicaciones en UWB. Para realizar esto, se ha investigado la posibilidad del diseno
de rectificadores con MOSFETs de Doble Puerta (DG-MOSFETs) y evaluar su funcionamiento en un amplio rango de frecuencias.

Para este proposito se han usado dos herramientas TCAD. Sentaurus Device (de Synopsys) y ADS (de Agilent). El estudio comienza con
simulaciones numericas en DC de DG-MOSFETs con Sentaurus Device. Una vez el transistor se ha caracterizado, se implementa un
rectificador con este y se simula numericamente. Los resultados obtenidos aqui aydaran a validar el modelo del DG-MOSFET, usando
el simulador de circuitos electricos ADS. Una vez se comprueban las curvas caracteristicas de salida en DC del transistor, se simula el
uncionamiento del rectificador; los resultados se comparan con las evaluaciones numeéricas.
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que para el rango de frecuencias cubierto por la UWB el
rectificador con DG-MOSFETs propuesto rectifica
eficientemente la energia de RF. Por lo tanto es posible el uso
de la tecnologia SOI para la implementacion de RFIDs.
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